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3?haltur-RsanordnunK mit zwei zueinan- 
der antivalente Signale fuhreaden Aus- 
gangen 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Gchaltungcanordnung mit zv/ei 
zueinander antivalente Cignale fiitirenden Auegangen, an dcrcn Ein- 
gang ein erster Translator angcordnet let, der uber Widerstande 
im Kollektor- und Emitterkreis an eine Betriebsspannungsquelle 
angeschlossen und dessen Basis von Aus gangs signal en eines Gohalt- 
werkec beauf schlagbar ist. 

Bei einer bekamiten Gohal tungsanordnung mit zwei zueinander anti- 
valente Signale fiihrenden Ausgangen wird ein Eingangs signal der 
Basic eines ersten Trans is tore zugefiihrt., dosseri Emitter-Kollek- 
tor-Gtrecke im leitenden Zustand den Abgrirx spurikt eines aus Emit- 
ter- und Bollektorv/iderstand gebildeten Spannungsteilers darstellt. 
An den Kollektor dps ersten Transistors ist uber einen V/iderstand 
die Basis eines npn- Trans is tors angeschlossen, dessen Kollektor 
aiber einen Widerstand mit dem posit iven Ausgang und dessen Emit- 
ter uber eine Diode mit dem negativen Ausgang der Betriebsspan- 
nungsquelle verbunden ist. Weiterhin ist zwischen dem Emitter 
des ersten Transistors und der Basis eines pnp-Transistors iiber 
einen Widerstand eine Verbindung herstellt. Der Emitter des pnp- 
Transistos ist iiber eine Diode an den posit iven Ausgang der Be- 
triebsspannungsquelle angeschlossen. Der Kollektor des pnp-Tran- 
sistors liegt iiber einen Widerstand am negativen Ausgang der Be- 
triebsspannungsquelle. Zueinander antivalente Ausgangs signal e 
stehen an den Kollektoren des pnp- und npn-Transis tors zur Ver- 
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fugung (DT-03 1 537 51*0. In Abhangigkeit vom Signal pegel an 
dor Basis dec ercten Transistors sind bei der bekannten GjhuL- 
tungsanordnung alle -lrei Trans is toren entweder im leitenden 
oder gesperrten Zustand. 

DDr Erfindung liegt die Aufgabe sugrunde, die eingangs erwahxitc 
Gshal tungsanordnung so weiterzuentwickeln, daB auf einen Aug- 
gang einwirkende Gtorsignale den anderen Ausgang oder den Eingaxig 
nicht beeinf lussen, daB die Erzeugung von Gfcorsignalen auf den 
Gtromversorgungsleitungen beim Wechseln der Ausgangssignale" ge- 
ring 1st und daB an beide Ausgange Burden in gleicher Weise an- 
geschlossen werden konnen. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch gelost, daB swoi weite- 
re Transistoren von glcichem Leitf ahigkeitstyp, an dercn Eollek- 
tcren die Ausgangssignale zur Verfiigung stehen, in Emit terrehal- 
fcung an die Betrieb—pannungcque lie angesclilossen rind and daB 
die Basis des zweiten Transistors rait dem Abgriff eine: Cpannunjr- 
teilei^s im Kollektorkreis des ersten und die Basis dec dritten 
Transistors iiber eine Zenerdiode mit dem Emitter des ersten Tran- 
sistors verbunden sini. 

Bei dieser Gchaltung ist einer der Transistoren der Ausgange lei- . 
tend, wahrend der andere gesperrt ist. 

Positive Gtorspannungen beeinf lussen den gespcrrten Transistor nur, 
v/enn die Gperrf ahigkei t der Kollektor-Emit ter-Gtrecke iibersehrit- 
ten wird. In diesem Fall tritt am Transistor eine 3egrenzung der 
Gpannung auf die Eollekt or-Emit fcer-Durchbruchspannung bzw. ein 
KurzschluB ein, der sich nicht auf den Gehaltzustand des Tran- 
sistors am zweiten Ausgang oder auf den Transistor am Eingang 
auswirkt. Es wird lediglich die Antivalenz der Ausgangssignale 
aufgehoben. Eine derartige Gtorung kann mit enbsprochenden Ubej - 
wachungsschaltkreisen festgestellt und gemeldet werden. 

Negative Gtorspannungen am Ausgang des gesperrten Transis corr 
werden von der Basis-Emitter-Gbrecke auf deren Durchbruchspan- 
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ruing bcgrcnzt. Die verlleibende Baric opannung des mit dem Kollek- 
tor do j ore ten Tranrirtorc verbundenen Transistors gelangt auf- 
grund dcr Cperrv/irkung an der Kollektor-Basic^Gtreclce nicht zum 
Eingang dec ere ten Tx^ancictors . Dieccr bleibt daher im gesperr- 
tcn Surtar.d. Eine zu hohe negative Gtorspannung beeinflufit den 
Eingang odor den zwciton Ausgang der Sehaltung ebenfalls nicht. 

Sclbct bei Zcrstorung einec Transistors an einem Ausgang tritt 
bei der erf indungcgemaBen Anordnung keine Ruckwirkung auf die 
Gignale am anderem Ausgang oder am Eingang auf. 

Wcnn die Trans istcren an den Aug gang en niclit serstort sind, ist 
immer ein Transistor leitend und der andere gesperrt. Dies be- 
dingt eine nahezu konstante Gtromauf nahme der 'Schaltung. Bei der 
Umechaltung der Ausgangstransistoren entstehen daher nur geringe 
Gtorspannungen auf den Leitungen fiir die otromversorgung. 

Beide Aur.gange sind in gleicher Weise mit E - oder E^-Biirden be- 
lastbar. Die Begriffe E Q -und E 1 -Burden sind in der Druckschrift 
" AEG-L0GI3TAT , Reihe I", Daten und Applikationen" , vom November 
^9^7 auf Seite ? naher erlautert. 

i 

I:. einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist vorgesehen, daB dem 
Emitter des ersten Transistors eine Diode vorgeschaltet ist. 

Tritt im Storungsf alle an der mit dem Emitter des ersten Transi- 
stors verbundenen Basis eines der beiden Ausgangstransistoren ei- 
ne negative Spannung auf, dann verhindert die Diode ein Umschal- 
ten des ersten Transistors vom leitenden in den gesperrten Zu- 
stand. 

Ein Ausf iihrungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden anhand 
ciner Zeichnung naher erlautert, 

Ein npn- Transistor 1 ist mit seinem Emitter an den negativen Aus- 
gang 2 einer Betriebsspannungsquelle angeschlossen. Der Kollektor 
der; Transistors 1 steht iiber einen Widerstand 3 mit dem positiven 
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Ausgang ^ Be triebsspannungsquelle in Verbindung. Die Basis 

des Transistors 1 ist liber einen Widerstand 5 an den Ausgang 2 
gelegt. Ferner ist die Basis des Transistors 1 mit einer Zener- 
diode 6 verbunden, die einerseits an einen Widerstand 7 und an- 
dererseits an eine Diode 8 angeschlossen ist. Der zweite An- 
schluB des Widerstandes 7 steht mit dem Ausgang 4- in Verbindung. 

Die Anode der Diode 8 ist an den Emitter eines Transistors 9 an- 
geschlossen, in dessen Kollektorkreis zwei Widerstande 10, 11 
angeordnet sind. Die gemcinsame AnschluBstelle der Widei^stande 
10, 11 ist auf die Basis eines Transistors 12 ge fiihrt, dessen 
Emitter an den Ausgang 2 gelegt ist. Der zweite AnschluB des 
Widerstandes 11 ist ebenfalls mit dem Ausgang 2 verbunden. Der 
Kollektor des Transistors 12 wird Liber einen Widerstand 1J vom 
Ausgang 4- gespeist. 

Die Basis des Transistors 9 ist an den Ausgang eines Differenz- 
verstarkers 14 angeschlossen, dessen Eingangen ein Schaltwerk 15 
vorgeschaltet ist, das Gchaltglieder und/odor Speicher zum Ver- 
arbeiten von 3chaltvariablen enthalt. Die Basis des Transistors 
9 kann auch unmittelbar an einen Ausgang eines Schaltwerkes an- 
geschlossen werden, wenn iiber Widerstande, die mit den Ausgangen 
2, 4 verbunden sind, der Arbeitspunkt des Transistors 9 entspre- 
chend eingestellt wird. 

Die Eollektoren der Transistoren 1, 12 sind mit Ausgangen 16, 17 
der Schaltungsanordnung verbunden. 

Liegt an der Basis des Transistors 9 ein hoher Signalpegel an, 
dann sperrt der Transistor 9* Dies fiihrt auch zur Sperrung des 
Transistors 12, Am Ausgang 17 steht daher das Potential des Aus- 
ganges 4 zur Verfugung. 

Dem Transistor 1 wird iiber den Widerstand 7 und die Zenerdiode 6 
Basisstrom zugefiihrt. Daher nimmt der Transistor 1 den leitenden 
Zustand ein. Der Ausgang 16 fiihrt daher in etwa das Potential des 
Ausganges 2. 

— r - _ 
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otehb an der Basis dec Transistors 9 ein' niedriger Gignalpegel 
an, danri nimmt der Transistor 9 den leitcndcn Zustand ein. Da- 
durcli erhalt der Transistor 12 Basisstrom und geht ebenf alls 
in den leitenden Zustand uber. Am Ausgang -1? sbeht daher in 
etwa das Potential dos Ausgangas 2 sur Verfugurig. Bei leibendcm 
Transistor 9 sinkt die Spannung an der Zonerdiode 6 so weit at, 
daft diese sperrt . Dechalb geht auch der Transistor 1 in den ge- 
sperrten Zusband uber. Der Ausgang 16 nimmt daher lac Potential 
des Ausganges ^ an. 

Die Ausgange 16, 1? fuhren zueinander antivalento oignalc, un- 
abhangig davon, ob der Transistor 1 gesperrt und der Transistor 
12 leitend oder der Transistor 1 leitend und der Transistor 12 
gesperrt ict. 

Die Spannungen an den Ausgangen 16, 1? weichen bei leitenden 
Transisboren 1, 12 nur um den geringen Betrag der Hestspannung 
vom Wert am Ausgang 2 ab . 

Auf die Ausgange 16, 1? einwirkende 3t or spannungen iiben keinen 
EinfluB auf den Transistor 9 aus. Auch eine an nur einem Ausgang 
16 oder 1? auftretende 3torspannung andert den 3chalt zustand des 
Transistors am anderen Ausgang nicht. Die 3chalbung hat daher 
eine hohe Storunterdriickung von Ausgang zu Ausgang und von beiden 
Ausgangen^ zum Eingang. 

Treten an den Ausgangen 16 oder 17 bei gesperrten Transistoren 
,1 oder 12 positive 3 tor spannungen auf, die die Gperrf ahigkeit 
der Kollektor-Emitter-Strecken liberschreiten, dann entstehen 
Kurzschlusse in den Transistoren 1 oder 12. Eine Zerstorung des 
Transistors 1 bzw. 12 beeinfluBt jedoch nicht den Schaltzustand 
des Transistors 12 bzw. 1. Eine Zerstorung eines Ausgangstran- 
sistors kann durch die ttberwachung der antivalenten Signale an 
den Ausgangen 15, 16 festgestellt und gemeldet werden. 

Bei hohen negativen Storspannungen an einem Eingang 16 bzw. 17 
begrenzt die Basis-Emitter-Strecke des zugehorigen Transistors 
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1 bzw. 12 die Gpannung auf die Durchbruchspannung der Gtrecko. 
Venn die negative Upannung an der Basis des Transistors 1 an- 
sbeht, verhindert die Diode 3 die Veranderung des Schaltzustan- 
des des Transistors ?. Tritt die negative Spannung an der Basis 
des Transistors 12 auf, a can sperrt lie Kollektor-Basis-Ztre-ko 
des Transistors 9. Eine B^einf lussung des Eingangos oder des 
anderen Ausganges ist auch bei negafciven Storspanriungen nicht 
moglich. 

An die Ausgange 16, 17 koiuien sowohl E Q - als auch E,, -Burden an- 
geschlossen werden. Da die Transistoren 1, 12 jeweils entgegen- 
gesetzfce 3cb.altzusta.nde einnehmen, fliefit auf der Zuleitung ;ar 
Betriebsspannungsversorgung ein otrom, der sich aus dem Untor- 
schied der Burden an beiden Ausgangen 16, 17 ex-gibt. Beim Wech- 
sel der Ausgangssignale entsteben daher nur kleine ot.romschwan- 
kungen auf den Zuleitungen. Dies fiihrf zu geririgen opannungs- 
schwankungen auf den Leitungen. Die Beeinf lussung anderer Schal- 
tungen in einer oteuerung durch Gchwankungen der Cpannung auf den 
Otromveroorgungsleitungen ist deshalb gering. 

Die Vahl der Kollektorwiders fcanie 3> und 13 kann den unterschied- 
lichen 3urden angepaBt werden, so daB die Stromschwankungen auf 
den Stromversorgungsleitungen beim Wecbsel der Ausgangssignale 
auf ein Minimum beschrankt werden. 

An die Stelle der Zenerdiode 6 kann auch ein Viderstnni treten, 
<3er so bemessen ist, daB bei leitendem Transistor 9 der Transi- 
stor 1 gesperrt isfc. Unter Umstanden lassen sich auch andere 
Halbleiterelemente ctatfc der Zenerdiode 6 verwenden. Es ist z.3. 
moglich, mehrere Dioden in Heine- zu cchalten. 
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Patent anGpriiche 

Cchaltungsancrdnung mit zv;ei zueinander antivalente Signale 
fiihrenden Ausgangen, an deren Eingang cin erster Transistor 
angeordnet 1st, der iiber Widerstande im Kollektor- und Emit- 
tcrkreis an eine Betriebsspannungcquelle angeschlossen und 
decsen Basis von Ausgangssignalen eines Schaltwerkes beauf- 
schlagbar ist, dadurch gekennzeichnet , daB zwei weitere Tran- 
Gictoren (1, 12) von gleichem Leitf ahigkeitstyp, an deren 
Kollektpren die Aus gangs signale zur Verfiigung stehen, in 
Emitterschaltung an die Betriebsspannungsquelle (2, 4) ange- 
schlossen sind und daB die Basis dec zv/eiten Transistors (12) 
mit dem Abgriff eines Spannungcteilers (10, 11) im Kollektor- 
kreis des ersten und die Basis des dritten Transistors (1) 
liber eine Senerdiode (6) mit dem Emitter des ersten Transistors 
(9) verb ur.de n sind. 

Z c ha 1 1 uiig g anor dnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
daB dem Emitter des ersten Transistors (9) eine Diode (8) vor- 
geschaltet ict. 

Gchaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Zenerdiode (6) durch andere Halbleiterbauelemente oder 
durcb cinen Viderstand ersetzt ist. 
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